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沟槽栅SiC MOSFET 芯片的关键技术优势
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(3)BPW*2 → 高可靠性的栅极特性

(1) SPW*1 → 低开关损耗

(2) JFET 掺杂→ 低导通电阻

・采用三菱电机特有技术的沟槽栅SiC-MOSFET实现了行
业领先的低导通阻抗和低开关损耗。
・栅极可靠性是沟槽栅结构的一大挑战——现已实现了与
我司平面栅结构器件相当的栅氧寿命。

(1) 专有的高浓度JFET掺杂技术实现了高单元密度结构，从
而降低导通电阻。

(2) 沟槽侧壁独特的侧P阱（SPW）结构抑制了反馈电容
（Cgd），实现低开关损耗运行。

(3) 底部P阱（BPW）结构缓解了沟槽底部的高电场，延长
了栅氧化层寿命，确保栅极高可靠性。

(备注)
SPW*1 侧P阱
BPW*2 底部P阱
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